
  Japanese Patent on Buried Photodiode by Teranishi. 

                                                             This is NOT a Pinned Photodiode Patent. 

                                       Buried Photodiode (BPD) is not always Pinned Photodiode (PPD). 

                          This patent includes the Fig. 2 case of the completely depleted surface P region  

which is not by definition Pinned Photodiode (PPD).          

  

「N層を完全空乏化して動作させる」事が目的であるが、実際に完全空乏化できる為には更に条件が必要な事を

理解していない。表面がピン留め固定されなければならない。実施例図では、表面 P層が空乏化する可能性も特

許範囲として明示している。表面 P 層の電位は完全にピン止め固定する必要がない事を明示している。この特

許は自ら Pinned Photodiodeでないことを明示した特許である。表面 P層がピン止めされないと、理論的に N

層の完全空乏化時(Empty Potential Well) の電位は固定不可能である事を理解していない。隣接する電荷転送

電極(CTG)との酸化膜の寄生容量により、埋込みN層も浮遊状態となるので電位が振られてしまう。電荷転送電

極(CTG)の電位が電荷転送時にプラスに深くなると埋込み N 層もプラス方向に寄生容量により深くなる。完全

電荷転送は難しい。CTGのゲート容量の影響を受け、埋込み N層が浮遊状態であるので完全には N層の信号電

荷は完全転送できない。必ず残像が生じる。また残像の生じる Photodiode は定義により Pinned Photodiode

ではない。埋め込み Photodiode は必ずしも Pinned Photodiode ではない。結論として この NEC の特許は

Pinned Photodiodeの特許ではない。 

 

JPA1975-127646 and JPA1975-134985    IEDM1982 NEC Paper has Image Lag 

      

萩原は JPA1975-1247646、JPA1975-1247647、JPA1975-134985 特許で PPD の埋込み層の電位と電荷転送電

極（CTD）の間の相関的な電位 Profile 図を明記し、この受光面がピン留めされた埋込み型 Photodiode （Pinned 

Photodiode）が完全空乏化電荷転送をする事を実施図に明示している。図は数式や文より明確に動作を説明する。 













Figure 2 of this JPA 1978-138026 patent above shows that both of the surface P region and the Buried N 
region are completely depleted. The surface P region is evidently not pinned. The buried N region is not 
pinned by the surface potential. Figure 2 is not evidently Pinned Photodiode. Figure 3 shows that the surface 
P region has enough holes, more than the total impurity atoms in the total buried N region. However, the 
surface P region is not by necessity connected to the external voltage and can be floating evidently. There is 
no description about a pinned surface P region in this JPA 1978-138026 patent. Figure 3 is not by necessity 
Pinned Photodiode. This JPA 1978-138026 patent is not Pinned Photodiode patent. For Pinned Photodiode, 
the surface P region must be connected to the external wiring or by the adjacent P+ channel stops region. 

              


